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- MEMORIA DESCRIPTIVA

PARA SOLICITAR PATENTE DB INVENCION EN ESPARA
POR: "MEJORAS BN LOS METODOS DE FABRICACION

DE_ELEMENTOS RECTIFICADORES"

4 NOMBRE DE STANDARD ELROTRICA, S.A. DOMICILIADA EN
= MADRID, CALLE DE RAMIREZ DE PRADO N® 7 =

Esfa inveneién tiene gue ver con un método de fabricer elemen-
tos rectificadores, particularmente aquellos que puedan resistir
una tensifn muy elevads en sentido contrario.

Por lo tantoc, el objeto principal.de esta invencidn es propor-
cioner un método que capacite al elémento rectificador pars re-

sistir hesta mda de cinco veces la tensidn normal en sentide con-

traric.
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capa rectificadore de selenio, se convierte éste a su estsdo meti~
lice, y entonces se utilizan varios msdiosrbien conocidos para
darles a los elementos rectificadores la propiledad de resistir
tensiones més altas en sentido contrario, proporcionando capas
separadoras sntre el selenio y la capz constitutiva del contra-
electrodo. Tales medios incluyen la aplicacidén de lacas aisla-
doras o agentes oxidantes a la superficie del selenio metdlico.
Finalmente se aplioca una capa del contraelectrodo para terminar
el procedimiento de fabricaciédn.

El objeto de esta invencidén se logra sustituyendo la mencionada
aplicacidn de lacas aisladoras o de agentes oxidantes a la super-
ficie del selénio metdlico, por un progedimiento electrolftico .
al cual se somete el disco rectificador, después de haber con-
vertido la caps de selenio a su estado metilico, usando en este
procedimiento el disco rectificador come céatodo,

El objeto del procedimiento electrolitico es la aplicacidn de
une, cape separadora contentiva de un poliseleniuroc orginico me-
tédlico y, con preferencia, un paliseleniurc orginico de cadmio

o de estafio, respectivamente, segin se utilice cadmio o estafio

~en el electrSlito o en el contraelectrodo, o ain en ambos. Sin

embargo, en el procedimiento electrolitico puede utiliéarse cual-
quier metal que forme una solucién recubridora bdisice, siempre
que se utilice para el énodo el mismo metal que haya de servir
de revestimiento.‘

De acuerdo con la presente invencidén se pueden emplear dos modi-
ficaciones distintas del mismo método para obtener lsz cape aisla-
dora que comprenda un poliseleniuro orginico de cadmio o de esta-
fio,

Conforme a la primera modificacidén se utilizs como electrdlito

en el procedimiento electrolitico una solucién acuosa que contiene
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un hidréxido alcalino o une sal alcalina, tal cdmo ¥eOH, XC1,
hidréxido de amonio, o sales de amenio, ademéds de un agente orgh-
nico cuyas naturaleze se explioarég mds edelante. En este proce-
dimiento sirve como &nodo uns materla relativemente inerte, pre-
firiéndose el platino. La corriente que se aplica puede variar
desde 2,5 ma. por cmz. hasta §O me, por'cmz. de superficie de

la cape de selenio. La durecién del procedimiento varfa desde
cerce de siete segundos y medio hasta cerce de 150 segundos y es
primordielmente inversa a la corriente aplicada, para obtener
propiedades rectificantes andlogas. Después de terminarse el pro-
cedimiento electrolitico se seca el cédtodo, es decir, el disco

de selenio, a la temperatura ambiente, ¢ en un horno a una tempe-
retura inferior a 100 C., preferiblemente a 60 €. Finalmente se
esparce sobre el disco, a manera de contrmelectrodo, una aleaciSn,
con preferencia de cadmio o de cedmio y estafio, quedando formgdg
asi sobre la superficie de 1# capa de selenioc una capa de un poli-
gseleniuro orgénico alcalino, compuesto que no es muy estzble. Al
esparcir sobre el disco la aleacién de cadmio o de cadmio y esta~

fio, constitutiva del contraslectrodo, el mencionado compuesto se

_ transforma en un poliseleniuro orglnico de cadmio mis estable.

Puede observgrse, por consiguiente, que, de acuerdo con el primer
método asf descrito, primero se forma un poliseleniuro orgénico
aleglino, el cusl, despuds de proporcionar el contraelectrodo, se
transféerma en un poliseleniuro organico de cadmio.

De acuerdo con la segunds modificacidn, que se ha de considerar
como la preferida, en el procedimiento electrolitico se proporcio-
na un énodo, de cadmio, estafio, o cualguier otro metal como el
plomo, capaz de formar una solucidn recubridoras bésica, y como
electrtlito se utiliza, ademés de un agente orgianico, la correspon-

diente solucién comercial recubridora de cadmio (Cd0 £ NeOH /£
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NaCN), la solucién comercial recubridora de estafio (8n03Faz £

NeOH £ CyH3;0pNa), o cualquier otra solucidn recubridors bésica

que es, por conaiguiente, también un hidréxido alcalino o una

sal alcelina. Como resultado de este proce@imiento electroliti-
co se formard sobre la superficie de la capm de selenio una capa
de un poliseleniurc orgénico de cadmio, de estafio o de otro me-
tal, que serd un compuesto estable, inmediatamente en mismo paso,
al aplicarse el procedimiento electrolftice. De este modo puede
verse que la cape del poliseleniuro orginico de cadmio, de esta~
fio o de otro metal se obtiene aquf de una vez como resqltado del
procedimientc electrol{tico, efin aﬁtes de proporcionar la alea-
cidn constitutive del contraeslectrodo, mientras que segin el pri-
mer método mencionado se necesitan dos pasos distintos, o sea,

el procedimiento electrolitico y la formacién de la capas del
contraelectrodo. | |

Ademée de los metales mencionadog anteriormente, es decir cad-
mioc, estafio o plomo, también pueden utilizarse como dnodo, con
su corresgpondiente soluciln recubridor=, la plata, el oro, el
cinc, 8l cobre, el latén y otros més.

El grado de concentracién del electrdélito puede ser tan bajo
como sea necgesario para simplemente conservar la conductibilidad
de la molucidn, digamos, como 0,001 normal, mientras que el mé~-
ximo de concentracién a utiligarse seré al punto de seturacifn
a la temperature ambiente.

Aungue hay una notable diferencia en los resultados cuando se
varfe la concentracién del electrflito, dado que el aumente en
ambas resistencias, directa e inversa, es proporcional a la con-
centracién del electrSlite, puede observarse que el grado de
oconcentracidén del electrdlito proporciona el medio de regular has-

ta cierto punto los resultados que han de obtenerse.
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Ya se manifesté anteriormente que el electrélito en la prime-

re modificacién, asf como en la segunda modificacién del método,

comprende un agente orginico, ademis de la solucién acuosa. Como

adicidén al electr&lito puede utilizarse principalmente cualguisr

agente orgénico que ses soluble en agua. Por consiguiente, pue-
den utilizarse alcoholes, aldshidos, quetonas, &cidos, fencles y
otros parecidos, o también mis de uno de los productos menciona-
dos, al misﬁo tiempo. La concentracidén de los agentes orgénicos
serd por lo menos de un 5% ¥ cualguier concentracidén gue exceds
de dicho mfnimo rendiré.rectifichores de alta tensidn siempre
que la solucidn todavia mea eléctricamente conductiva a ese gre-
do particuler de concentracidn. ‘

En conformidad con las mencionadas modificaciones del método se

dan a continuacién varlos ejemplos que revelan los materigles pre-

feridos y su.cohcentracién respecti#a, o sea, cual es la férmula

preferids segin los distintos cbjetos gue me persigans

Bjemplo 1

(Segiin la primera modificacidn)

Soluciéni 9 partes por vole 0,006 normal NaOH en agus

1 parte por vol. de acetona quimicamente pura.

VAnodo: Platino
Céatodos Selenioc metdlico sobre limina sustentadoraz de acero
niquelado o de aluminic.

2

Corrientes 12-1/2 ma. por em“. de superficie de selenic.

Tiempos 30 segundos.

Ejemplo 2

(Segtin la primera modificacién)

Solucidn T partes por vol. 1 normal XCl en agua

3 partes por vol. alcohol metflice

Ancodot Platino

‘Gétodot Selenio metdlico sobre lédmina sustentadora de acerc

niquelado o de aluminio.
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Corrientes

Tiempot

Solucidns

Anodo:
Gﬁtodcs
Corrientes

Tiempos

Solucidn:

Anodots
Cétodos
Corrientes

Tiempo1

Solucién:

Anodos
Cétodos
Corrientes

Tiempos

.ﬂ75282 &5

2

12—1/2 mse. por om~,. de superficie de selenioc.

30 gegundoe.

~ Bjemplo 3 .
(Segiin 1a segunde modificaciédn)

25 g. de Cd0 disuelto por litro de NaCN de 2,2 nor-
mal.

qumio
Selenio metélico sobre limina sustentadora niquelsads.

6 ma. por=cmz.

" 1 minuto.

Effempio 4

(Seglin la segunda modificacién)

5 partes por vol, 1,7 normsl Nu28n03 en agus
5 partes por vole. 0,75 normal NeOH &n agua
1 parte 1% por vol. HyOz en agus

5 partes por vol. 047 normal Nkczﬂ302

Estafio
Bélenio metdlico sobre lémina sustentedoras niguelads
6 ma, por—cm?. de superficie de selenio

1 minuto

Ejemple 5
(Seglin 1a segunda modificacién)

1 parte por vol. 10 normal NeOH en agu=
1 parte por vole 0,4 normal PbCpH302 £ 3H0

Plomo
Selenic metflico sobre base niquelada
6 ma. por onZ. de superficie de selenioc

30 segundos.

Los dos ejemplos dados en conformided con el primer método produ-

cen unidades rectificgdoras con propiedades eléctricas distintas.
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En conoreto, las unidades sometidas & un procedimiento alectroliéiéﬂ
ce como el del Ejemplo 1 puedsnvelectreformarse para que resistan
60 voltigs como en cinco minutbs; Para una aﬁlioaci&n de éorrien—
te contfma de 6 ma, por ox?. s8e mantisne un voltaje de més de 40
voltios de c. c. El qscape'én éentido contrario es muy bajo, o
seg, de 0,02 ma; de Ce 8o sp¥oximadamente por cmz.

Les unid&destsometidas & un procedimiento elecfrdlitico‘como el
dado en elAEjemplo Z resistirén mds de 100 voltios de c. a. en sen-
tido confrario. La Tesistencia hecia adelants sers relativamen—

te alta y, por lo tanto, no se aconseja utilizér tales unidades

para rectificacién de potencie. Sin embargo, estas unidades pue-

den ﬁtilizarse en aquellas éplicaciones don@e seg necesario mante-~
ner altos voltajes de o. c. 8in consumir corriente de la fuente

de energia,‘po: ejemplo,rén eltﬁantenimiehto'de cémpOs electrosti~
ticos. ' : ’ N

En el Ejemplo 1, en el cual se ha utilizado un hidréxide como
electrélito, el agente orgénico fué de un 10% por ﬁolumen, mien—
tres que la solucién del hiﬁr&xido fué de un 0% por volumen. En
el Bjemplo 2, en el que se_utilizg una solucidén sslina como'elec—
trélito, se utilize ﬁnicaménte-uh_?O% por volumen de lsa sa1, mieh-
tras que el agenté orgénico llega al 30% por volumen. Sin embargo,
8i en el Ejemplo 1 se reducé la cohcentraciéndorgénica al 5% en
vez de 10%, ¢ en el Ejeﬁplo 2. 20% en vez de 30%, todavia pueden
scusarse voltajes més altos que los norﬁales.

LﬁéenjemPIOS‘B ¥ 4, que han de emplearse en confdrmidad' con la
segunds modificaciﬁn.mencidnada, prodﬁciréu reatificadores de alto
voltaje que son adécuadoa,para funcionemiento de'bﬁjz potenciz.
Les variaciones en la‘éoncentraéiSn del electrdlito pwoporciqnarﬁn
variaciones anﬁiogaa~én las propiedsdes eléoctricss de los discos

producidos en tales eolucdiones, en forme igusl a la gue se indicé
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anteriormente para los electrdlitos en conformidad con la pri-
mera modificacién mencionsda.

La mleacién constitutivae del contraelectrodo conten&r& slem-
pre con preferencis cadmio, aunque en el caso de utilizarse un
énodo de cadmic y una soluci&ﬁ recubridora de cadmie en el pro-f
cedimiento electrolitico; se puede utilizar una aleacién cons—
titutiva de contraselectrodo que no contenga cadmioc.

Las corrientes utilizadas en ambas modificaciones menciona-
dag pueden variar desde 2—1/2'ma. hasta 50 ma.y, y el tiempo
en que hay que efectusar el procedimiento electrolificc varis
inversemente a medlde que se aplics la corriente; para lograr
la migma calidad de rectificacidn y, por consiguiente, el
tiempo disminuye desde 150 ssgundos hasta 7-1/2 segundos. Au-
mentando el tiempo en que se efectfia el procedimiento o aumen-
tando la corriente, o aquél y ésta, se obtendrén disces de
elto voltaje menos eficaces como rectificadores.

" Aunque hemos expuesto. los Principioa-de esta invencién re-
lacionéndolos con distintas realizaciones, se comprenderf que
estas realizaciones se exponen solamente por via dé ejemplo,
sin @e sean regtrictivas del alcance de la iﬁvenci6n, tal
como gqueda expuesta en los objetivos de ella ¥ on las relvin-
dicaciones adjuntas.

Este invento corresponde a una solicitud de Patente formu-
lada en los‘Esfados Unidos del Norte de América el 12 de Mayo
de 1945, sefialsda con el N® 593,542 y se acoge, por lo tanto,
a lqs beneficios que otorgan los convenios internacionales vi~

gentes.

Los puntos de invencién propia y nueva que se presentan para»g
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que seen objeto de esta Patente de Veilnte Afics, son los si~
guientess

l.~ Bl método de fabrioar rectificadores de selenio que
comprenda lqs pasos de proporcionar una capa de selenio so-
bre uns léming aﬁstentadord; transformar dicho selenio a su
estado metélicos someter la lémins fonmada, como cdtodo, a
un procedimiento electrolftico, cuyo &nodo comprenda una
materia inerte, y cuyo electrélito comprenda por lo menos un
elemento seleccionado del grupé que consiste en soluciones
acuosas de hidréxidos alcalinos, sales alcalinas, hidréxidos
de amonio y sales de amonio, y ademdes un agente orgénico
soluble,en_aguas ¥y finalmente, proporcionﬁrvuna aleacidén
constitutiva de contraelectrodo,

2.~ El1 método segﬁ; la reivindicacién 1 en el cual diche
aleacién constitutiva de contraelectrodo comprenda una alea~
cién de cadmio. |

3.~ El método seglin la reivindicacidén 1 en el cual el elec-
tr8lito comprenda un agente orgénico seleccionado del grupo
que consista en una sélucién acuosa derpor lo menos un sle-—
mento del grupo de los alcoholes, aldshidos, guetonas, adi-
dog, fenolems y sales de &cidos orgénicos.

4o~ Bl método gegﬁn la reivindicacién 1 en el cual el pro-
sedimiento electroliti&o se efectfie con una corriente de
245 ma. & 50 ma. por'cmao

5.- E1 m8todo segin la reivindicacién 1 en el cual el pro-

cedimientc elebtrolitico se realice por un perfodo de 7,5 &

150. segundos.

6o~ Bl método segin la reivindicacidn 1 en el cual le

concentracidn del electrélito quede comprendida entre 0,001
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10. -

~de la normal ¥ la de saturacién a la temperatura ambiente,

de por 10 menos un elemento de dicho grupo, y ademds una
solucifn acuosa de un agente oréénioo.

Te= Bl método segfiin la reivindicacién 1 en el cual se
afieda por lo menos un 5% por volumen de dicho agente org_&
nico a dicho electrdlito. |

8,~ Bl método de fabricar:rectifiéadores de seianio que
cogprenda los pesos de proporcionar‘una capa ds selenio
sobre uné lémina sustentadors; transformer dicho selenio
a su estado metdlicoj someter la lémina formada, como cé;
todo, & un prﬁoedimiento électrolitioo, cuyo énodo compren-
de un metal capaz de formar una sélucién reaubridér& bési-
ca, ¥ ouyo electrdlito comprenda una solueién recubridora
de metal que corresponda con el metai utilizado ocomo anodo,

y edemés un agente orgénico soluble en sguas ¥, finalmente,
prOporcionar un contraelectrodo.

9.- El método de fabricar rectificadores de selenioc que
comprends los pasos de proporcionar una capa de selenio
sobre una lamina sustentadoras tra.nsforma,z" dicho selenio
a su estado metdlicoj someter la lémina formada, come cito-
do, a un procedimiento electrolitico, cuyo &node comprends
cadmio, ¥y cuyo electrélito comprenda una solucién recubri-
dora de cadmio, ¥ adehés'un agente orginico soluble en
aguas Y fina.lmente, proporcionar unsa a.lea.cién constituti-
va de contraelectrodo.

10.~ Ei método de fabricar rectificadores de aelenio que
comprenda los pasos de proporcionar una cepsa de selehio 80—
bre una lamina sustentadorsj transformar dicho selenio a

su estado metélicoj someter la lémina formada, como cdtodo,
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a un procedimiento electrolitico, cuyoc &nodo comprenda

estefio, y cuyo electr8lito comprenda una soélucidn Tecubri-
dors de estafic, y ademis un agente orgénico'soluble en
aguasi ¥ fiﬁalmente,.proporcionar uns, aleécién constitutiva
de contraelectrodo. |

11l.— E1 método de~fabricar rectificadorea de gelenio que
comprenda, ioa pasos de proporcionar una cape de selenio
sobre una l&mina sustentadoraj transfofmar dicho selenio
a su esfado/metélicO; someter la ldmina fbﬁnada, como oéto-
do, a un procedimiento electrolitico, cuyo &nodo compreﬁd&
plomo; y cuyo electrélito comprenda una solucién recubrido-
ra de plomo, y ademfis un agente orgﬁnido soluble en aguaj
¥y proporéionar, finalmente, una aleacién constitutiva de
contraelectrodo.

12.- E1 método segﬁnvla'reivindicacién 8 en el cusl dicha
aleacidn constitutive de contraelectrodo comprends unsa alea-;
cién de cadmic.

13.~ En un método 4§ fabricer rectificadores de selenio,
la formacién de una capa separadora sobre una limina suse-
tentadora cubie#ta de una capa de selenio, que comp;end#
el paso de someter dicha l&mina, como cétodo, & un procedi-
miento electrolitico, cuyo dncdo comprenda una materia iner .
te; y ouyo eiec%rGlitc;comprenda por lo menos un elemento
seleccionado del grupe que consiste de soluciones acuosas
de hidréxidos alcalinos, sales slcalinas, hidréxidos de
amonio ¥y saies de amonio, y ademés un agente orginico solu-
ble en agua.

l4e~ Bn un método de fabricar rectificadores de seleni;,

la formacién de una caps separadora sobre una lémins sus—
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tentadoras oubierta de una capas de selenio, que comprenda
el peso de someter dicha lé&mins, como cédtodo, & un proce-
dimiento electrclitioo;‘cuyo énodo comprenda un metal capaz
de formar una solucién recubridors hééica, ¥y cuyo electrd-
lito comprenda una poluciln recubridors de metal que co~
rresponds &l metel utilizado como &nodo, y ademfe un agen—
te¢ orgénico Boluble en aguae. _
15.~ Mejoras en los m8todos de febricacidén de eleméntos

rectificadores.

Tal y como e ha descrito en 1a Memoria gie antscede yea
los fines eépecifica@og.
Bsta H;;oria consta de doce hojas escritas por una.sola

carae
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